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近年、電荷の移動を伴わない純粋なスピンの波を用いた情報処理技術としてマグノニクスが注

目されている。フェリ磁性絶縁体のイットリウム鉄ガーネット（YIG）は低いダンピング定数を

有することからスピン波材料としての応用が期待されている。スピン波素子は YIGと Pt薄膜のヘ

テロ構造で構成され、マイクロ波によるスピンポンピングと逆スピンホール効果による電圧検出

を可能とする。 

これまでにスピン波-電圧変換の高効率化には、電極/薄膜の界面制御の重要性が指摘されており

[1]、本研究では YIG 薄膜表面の原子平坦化、及び Pt 薄膜の高結晶成長条件を最適化したスピン

波素子のスピン波/電圧変換特性を報告する。試料は Gd3Ga5O12（GGG）基板上に YIG薄膜をパル

スレーザー堆積法（PLD）法によりエピタキシャル成長させ、その上に Ptをスパッタ法により堆

積することで作製した。GGG(001)基板は大気雰囲気、1100˚Cでアニールすることで原子平坦な表

面を得ることを確認した。PLD法でエピタキシャル成長した YIG薄膜についても成膜後に 800˚C

でポストアニールすることで、原子平坦な表面を得ることができる（図１(a)）。Ptの堆積は 600 ˚C

で行い（図１(b)、表面粗さ 1.20 nm）、大気雰囲気でポストアニールを実施した。表面粗さは 700 ˚C

でアニールした試料では 1.65×10-1 nmに低下し（図１(c)）、その後 800 ˚Cでアニールすると 1.8 nm

になった（図１(d)）。これらの Pt/YIG 界面制御が逆スピンホール電圧とミキシングコンダクタン

スに及ぼす影響について報告する。 

[1] Z. Qiu et al. Appl. Phys Lett. 103 092404 (2013)	
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Fig. 1 AFM images of  YIG thin f ilm (a) , Pt 

fi lm spattered at 600˚C (b),  annealed at 

700˚C (c)  and 800˚C (d).  
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